TRANZYSTOR UNIPOLARNY (JFET)

1. WSTEP

Celem ¢wiczenia jest ugruntowanie wiadomos$ci dotyczacych zasad dziatania
1 wlasciwosci tranzystoréw unipolarnych ze ztaczem p-n (JFET).

Zasadnicza czg$¢ ¢wiczenia poswigcona jest zdejmowaniu charakterystyk statycznych
tranzystora unipolarnego. Wyniki pomiaréw ( po selekcji ) sa podstawa do wykreslenia
wspomnianych charakterystyk oraz wyznaczenia w zadanym punkcie pracy tranzystora,

warto$ci parametrow matosygnatowego, matoczgstotliwosciowego modelu zastepczego.

2. OPIS UKLADU POMIAROWEGO

Podstawe uktadu pomiarowego stanowi panel, na ktorym znajduja si¢ dwa regulowane
dzielniki napigcia stuzace do ustalenia odpowiednich warunkéw zasilania tranzystora. Ten
ostatni dotaczony jest do panelu pomiarowego przy pomocy gigtkich koncowek, dzigki temu
mozliwe jest umieszczenie przyrzadu w grzejniku dla zbadania wptywu zmian temperatury

otoczenia. Schemat uktadu potaczen panelu przedstawiono na rysunku 1.
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Rys. 1. Schemat potaczen panelu uktadu do zdejmowania charakterystyk tranzystora
unipolarnego (JFET).

3. PRZEBIEG CWICZENIA

3.1 Pomiar napigcia odcigcia
Podlaczy¢ zrodta zasilania i1 przyrzady pomiarowe stosownie do typu przewodnictwa
w kanale badanego tranzystora. Na rysunku 2 przedstawiono schemat kompletnego uktadu

pomiarowego w przypadku tranzystora unipolarnego ze zlaczem p-n i kanatem typu ,,n”.



Rys. 2. Schemat uktadu do zdejmowania charakterystyk statycznych tranzystora unipolarnego
( JFET ) z kanatem typu ,,n”.

Ustawi¢ napigcie bramka - Zrodto na poziomie OV 1 zwigkszajac modut napigcia dren - Zrodto,
zdja¢ odpowiednia charakterystyke wyjsciowa. Szczegolna uwage nalezy zwrdci¢ na zakres
jej przegigcia, kiedy prad drenu przestaje gwaltownie wzrasta¢. Z wykresu okresli¢ warto$¢
pradu nasycenia I, iodpowiadajaca mu wielko§¢ modutu napiecia dren - zrodto |U g |.
Nastepnie, ustawi¢ napigcie dren - zrodlo o kilka woltow wigksze od tej wartosci 1
zwigkszajac modut napigcia bramka — zrédlo, obserwowac nat¢zenie pradu drenu. Dla

praktycznie zerowego jego natgzenia, odczyta¢ stosowna warto$¢ modulu napigcia bramka -

zrodto |U . Jaka powinna by¢ relacja { >, <, =} miedzy wymienionymi modutami napie¢?.

3.2 Pomiar charakterystyk statycznych tranzystora

W uktadzie jak w poprzednim punkcie przeprowadzi¢ pomiary charakterystyk:

- wyjsciowych {5 = f (Ups ) dla minimum 3 wartosci Ugg = const.

- przejsciowych Ip = f (Ugs ) dla minimum 3 wartosci U s = const.
Podczas pomiaréw zwrdci¢ uwage na wielko$¢ mocy wydzielajacej si¢ w tranzystorze aby nie
przekroczy¢ maksymalnej mocy strat .

Na podstawie wynikow pomiaréw wykresli¢c na oddzielnym wykresie kazda z rodzin
charakterystyk. W trakcie wykreslania nalezy oceni¢ wagge poszczegdlnych punktow i odrzucic¢

te ktore nie przystaja do charakteru zalezno$ci.

3.3 Wyznaczanie wptywu zmian temperatury na tranzystor unipolarny JFET

Grzejnik nalezy wiaczy¢ kilkanascie minut wcze$niej przed pomiarami do tego punktu

¢wiczenia, tak aby temperatura wewngtrzna byla juz ustabilizowana. Po wsunigciu tranzystora



do grzejnika rowniez nalezy odczeka¢ dluzsza chwile aby nastapito wyréwnanie temperatur.
Zdja¢ dwie charakterystyki przejsciowe dla tego samego napigcia dren - zrédlo Ups np.
srodkowa warto$¢ z analogicznych zaleznosci punktu poprzedniego, ale rdznych temperatur
grzejnika. (T¢ temperaturge reguluje si¢ jego napigciem zasilania). Zdjete charakterystyki
nanie$¢ na wspolnym wykresie wraz z odpowiadajaca im zalezno$cia dla temperatury
pokojowej. Okresli¢ potozenie punktu autokompensacji rysunek 3.
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Rys. 3. Punkt autokompensacji w polu charakterystyk przejsciowych tranzystora JFET
(kanat typu ,,n”)

3.4. Wyznaczanie warto$ci parametrow matosygnatowego, matoczgstotliwosciowego modelu

tranzystora

Korzystajac z wykreslonych charakterystyk tranzystora w zadanym punkcie pracy

wyznaczy¢ wartosci  parametrow matosygnalowego, maloczestotliwosciowgo modelu

tranzystora o strukturze admitancyjnej ( &; ). Ponizej przedstawiono metod¢ wyznaczania tych

parametrow.
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Rys. 4. Sposdb wyznaczania parametru &, z charakterystyk przejsciowych tranzystora JFET
( kanat typu ,,n”)
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Rys. 5. Sposdb wyznaczania parametru 8, z charakterystyk wyjsciowych tranzystora JFET.

Jakie pomiary nalezatoby przeprowadzi¢ aby wyznaczy¢ parametr &1 = &g ?.

Jaka jest warto$¢ parametru g, ?.



3.5 Wyznaczanie wspotczynnika amplifikacji

Sposob wyznaczania wspotczynnika amplifikacji przedstawiony zostal na rysunku 6.

Zgodnie z definicja:
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Rys. 6. Wyznaczanie wspétczynnika amplifikacji K, z charakterystyk przejsciowych
tranzystora JFET ( kanat typu ‘n’)



